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ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ПОЛУПРОВОДНИКОВ 

Настоящая книга предназначается в первую очередь для лиц, занятых 
экспериментальными исследованиями в области физики полупроводников. Она, 
вероятно, окажется полезной и для студентов физических специальностей. 
Основное внимание в книге уделено вопросам колебаний кристаллической 

решетки, законам движения электрона в идеальном и возмущенном 
периодических полях, кинетическому уравнению и явлениям переноса 
(прохождению тока). 
Для чтения книги требуется знакомство с математикой, квантовой механикой 

и статистической физикой в объеме программ физического факультета 
университета или физико-математического факультета политехнического 
института. При этом не обязательно детальное знакомство с этими курсами, но 
предполагается, что читатель способен разобраться в соответствующих 
параграфах учебных книг, если на них делается ссылка. 
Особенностью книги является то, что в ней на основе этих простейших 

сведений все формулы выводятся и, как я надеюсь, достаточно подробно для того, 
чтобы сделать ее доступной указанному выше кругу лиц. 
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